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１．概要（Summary） 

MRAM 磁化反転の高効率化の解決策として、スピ

ンホール効果 1)による磁化反転が提案されている。ス

ピンホール効果を示す材料は重金属とトポロジカル

絶縁体 2)(TI)がある。多くの研究結果により重金属に

おけるスピンホール効果の大きさは限界を迎えてい

るが、TI ではまだ研究が行われていない材料が多く

存在する。本研究では BiSb合金に注目し、BiSb合金

におけるスピンホール効果の大きさを測定するため

BiSb の製膜条件出しを行い、製膜したサンプルの抵

抗温度依存性から表面状態の存在と量子サイズ効果

によるバンドギャップの広がりを確認した。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

コンタクト光学露光装置 

【実験方法】 

Molecular Beam Epitaxy法により BiSbの製膜を行

った。様々な混合比のBiSb薄膜を製膜し、抵抗の膜厚と

温度の依存性をホールバーへの 4 端子法により測定した。

ホールバーの作製の際にフォトリソグラフィー装置による

パターン描画を行い、ドライエッチングを行った。温度変

化は 20Kから 300Kまで行い、サンプルの膜厚は 10nm

から 100nmまで作製した。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig.1 では混合比を変えた BiSb サンプルの導電率

測定結果を示している。80nm以上の膜厚のサンプル

では 以上あり、これは他の TI である

Bi2Se3 や Bi2Te3(バルク導電率～ )と比べ

て 1桁以上大きい。BiSbは Sbの濃度が 7％～22%に

おいて TIとなる。Fig.2の結果よりこの領域において

膜厚が薄いサンプルでは金属的な変化を示すことか

ら TI に特有の金属表面状態が存在することが確認で

き、大きなスピンホール効果が期待できる。 

 

Fig.1 Conductivity of BiSb samples 

 

Fig.2 Temperature dependence of BiSb resistance 

in TI region 

４．その他・特記事項（Others） 

用語説明 

1) 電流を流すと電流の垂直方向に電荷の移動を伴わず

スピンのみが移動するスピン流が生じる現象 

2) スピン軌道相互作用によりバルク状態では絶縁体であ

るが界面に伝導状態を持つ絶縁体 
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